ZPITAXIAL PLANAR SILICON DIODE
HOOE AU SILICIUM PLANAR EPITAXIALE

BA111

24 111 is an al glass variabie capacitance diode main-
v used for antomatic frequency control,

& BA 171 est une diode & capacité variable en boi-
rier verre particuliérement destinée au controle auto -
matigue de rréguence.
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Weight:
0,17
Masse : " g
Marking : Clear, ring at cathode end
Marguage : En clair, annesu core carhode
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T = 2500 (Uniess otherwise stated]
VALEL/RS LIMITES ABSOLUES DUTILISATION amb {Sauf ingdications contrares)
Continuous reverse voltage VR 20 v
Tension inverse continue
Forward current ig 100 —_
Courant direct
Storzge temoerature min S - 55 o
o - 100

Température de stockage max



BA 111

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Uniess otherwise stated
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Tamb = 250C Sauf indications contraires
Test conditions i
Conditions de mesure i mmax
Breakdown voitage
3 20 v
Tension de claguage tgy 00,05 Vier)
Reverse current
m A
Courant inverse VR=10V 'R L n
Forward voltage
Tension directe Ir =80 mA Ly = 3
Small signal capacitance VR=2V -
F
Capacité différentielle f =1 MHz 9 = = ¥
: : f =1 MHz c
Capacitance ram:. ] Vp=4V 4 13
Rapport de capacité VR =10 V Cio
Clual_it'\_-"far:tor . f = B0 MHz o 100
Coefficient de surtension VR=2V




	pag1
	pag2

